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Разработанные метрологические модели фотоприемников, построен­
ных на основе двухбарьерных полупроводниковых структур с глубокими 
центрами, позволяют априорно оценивать характеристики погрешностей 
результатов измерений. В моделях представлены основные этапы преобра­
зования измерительного сигнала и соответствующие им погрешности пре­
образования. Они включают в себя неисключенные систематические по­
грешности физических параметров двухбарьерных структур с глубокими 
центрами (определяемые технологией изготовления) и рабочего эталона 
длины волны, используемого при калибровке. Случайная составляющая 
погрешности измерения длины волны и плотности мощности определяется 
погрешностями используемых измерительных приборов (наноамперметра и 
вольтметр  ̂и шумами зшоронной схемы

Модель погрешности измерения 
плотности мощности

Рисунок 1 -  Метрологические модели погрешности измерения длины 
волны и плотности мощности

Погрешность измерения длины волны в соответствии с моделью (рису­
нок 1) описывается выражением (1)

AX = AU*ĄJ *̂ĄI ,̂*AJ ,̂*Ar*AX^^^  ̂ ( 1)

где и  -  погрешность измерения напряжения; А)ф -  погрешность изме­
рения фототока; Дсры, Афы -  погрешности значений высоты первого и вто­
рого потенциальных барьеров; Аг -  погрешность межэлектродного рас­
стояния; АХградуир -  погрешность эталона длины волны.

Погрешность измерения плотности мощности в соответствии с моделью 
A/ = AA.*A//,^*A(pj,*A(j)jj*Ar^ (3)

где AjpA- погрешность амперметра.
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